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 近年、 (Ga,Mn)Asを用いた GaAsと整合性の良い半導体スピンエレクトロニクスの

研究が盛んに行われている。一方、(Ga,Cr)As は第一原理計算によって強磁性状態が

より安定であることが示されており[1]、新規希薄強磁性半導体材料として期待されて

いる。高品質な磁性半導体の作製には初期成長過程を調べることが必要不可欠である。

今回、我々は Cr、Mnをそれぞれ 5 ％ドープした(Ga,Cr)As、(Ga,Mn)Asを作製し、そ

の場測定(in-situ)光電子分光法により As 3dおよび Ga 3dの電子状態を測定し、表面の

電子状態について考察したので報告する。 

試料は GaAs(001)基板上に成長温度(TS)200℃で低温分子線エピタキシー法により作

製した。in-situ光電子分光測定(θ = 0°,60°)は KEK-PF BL-1Cにて行った。高温成長

(HT; TS=580℃)GaAs、低温成長(LT; TS=200℃)GaAsについても同様に測定を行った。 

図 1 に HT-GaAs、LT-GaAs、(Ga,Cr)As、

(Ga,Mn)As の As 3d 光電子スペクトルのフ

ィッティング結果を示す。遷移金属を添加

することによって、B(バルク)成分に対して

S3成分が増加していることが分かる。特に

(Ga,Mn)Asでは著しく増加しており、Mnの

添加が表面形状および反射型電子線回折に

大きく影響を与えていることが示唆される。

発表では、表面敏感な測定結果と合わせて

より詳細な議論を行う予定である。 
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